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@ Mit Gehause versehenes akustoelektronisches Bauelement 

Elektroakustisches Oberflachenweltenbauelement mit her- 
metisch dichtem Gehause, dessen Abdeckung (50) des 
Oberflachenwellenbereiohes das Oberflachanwellensubstra- 
tes (2> ein Halbleitersubstrat mit integrierter elektronischer 
Schaltung (140) ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein akusioelekironi- 
sches Bauelement mit Gehause. Aus dem Stand der 
Technik bekannt und mehr ins einzelne gehend in der 
nicht vorveroffentlichten Patentanmeldung P 
39 22 67 1 .9 ( = 89 P 1 580 DE) beschrieben ist ein akusto- 
elektronisches Bauelement mit einer Oberflachenwelle- 
nanordnung und mit einer integrierten Halbleiterschal- 
tung zum Betrieb der Oberfliichenwellenanordnung. 
Die Fig. 1 dieser alteren Patentanmeldung, die auch die 
Fig. 1 der vorliegenden Anmeldung ist, zeigt mit 2 be- 
zeichnet den Trager des Bauelements 1, der auch das 
Oberflachenwellensubsirat ist. Ein auf dem Trager 2 be- 
findlicher Schichtaufbau ist mit 3 bezeichnet. Er besteht 
z. B. aus einer Atzstoppschicht 31, mit der dieser 
Schichtaufbau 3 auf der Oberflache des Tragers aufliegt, 
und aus der dariiberliegenden Haibieiterschicht 32. Die- 
se Haibieiterschicht 32 ist fur die integrierten Schaltun- 
gen 41 und 42 des akustoelektronischen Bauelements 
mit integrierter Halbleiterschaltung vorgesehen. Der 
Trager 2 hat z. B. eine Dicke von 0,5 mm. 

In dem mit 5 bezeichneten Fenster, das sich in dem 
Schichtaufbau 3 befindet, ist die Oberflache 21 des Tra- 
gers 2, d. h. die Oberflache 21 des Oberflachenwellen- 
substrats freigelegt, bzw. bei der Hersteltung freigelas- 
sen. Mit 61 und 62 sind zwei Wandlerstrukturen be- 
zeichnet, die lediglich prinzipiell auf die OberflSchenan- 
ordnung des Bauelements hinweisen sollen. Mit 71, 171 
bzw. mit 72 und 172 sind Leiterbahnen bezeichnet, mit 
denen die Sammelschienen der Wandlerstrukturen 61 
bzw. 62 mit den thnen zugeordneten elektronischen 
Schaltungen 41 bzw. 42 elektrisch verbunden sind. Mit 
81 und 82 sind AnschluQleiterpaare der elektronischen 
Schaltungen 41 und 42 bezeichnet. 

Ein solches Bauelement 1 wird fiir den praktischen 
Einsatz in ein Gehause eingebaut, in dem dieses Bauele- 
ment gegen auBere Einflusse weitestgehend geschutzt 
ist. 

BekanntermaBen werden als Trager bzw, als Oberfla- 
chenwellensubstrat piezoelektrische Einkristallsubstra- 
te verwendet und die Elektrodenstrukturen der Wand- 
ler werden mit auQerster Genauigkeit hergestellt, so 
daB ein derartiges Bauelement im Prinzip hohe Repro- 
duzierbarkeit aufweisen wurde, wiirden nicht mit der 
Zeii auftretende auBere Einfliisse wie Abscheidungen 
auf dem Oberflachenwellensubsirat und dergleichen 
sich empfindlich storend bemerkbar machen. Die Ge- 
wichtigkeit solcher unerwiinschter Einflusse ist bei wie 
hier einschlagigen akustoelektronischen Bauelementen 
ungewdhnlich hoch, verglichen mit anderen Bauteilen 
der elektronischen Industrie. 

Die Verwendung von einkristallinen Halbleitersub- 
straten fur integrierte Halbleiterschaltungen ist Stand 
der Technik. 

Der Fortschritt der Elektronik verlangt nach immer 
kleineren Bauteilen und Bauteilegruppen, d. h. nach ho- 
her Packungsdichte. AuSerdem sollen solche Bauele- 
mente moglicht billig sein. Insbesondere muQ der Ko- 
stenaufwand fiir das bloGe Gehause des Bauelementes 
bei voller Funktionsfahigkeit des Bauelements mini- 
miertsein. 

Zum einen kommt diesen Forderungen die hybride 
Kombination von Halbleiterchip und eigentlichem 
Oberflachenwellenbauelementsehrentgegen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Kon- 
struktion fiir ein wie einschlagiges akustoelektronisches 
Bauelement mit integrierter Halbleiterschaltung anzu- 



geben, daB mit bzw. in einem Gehause gekapselt ist, daB 
hermetisch dicht ist, jedoch kostengunstig herzustellen 
ist. Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patent- 
anspruches 1 gelost. 
5 Die Rg. 2 zeigt in Aufsicht und die Fig. 3 dazu in 
Seitenansicht, beide Figuren jeweils im Schnitt, ein aku- 
stoelektronisches Bauelement 10 mit einem Trager 2 als 
Oberflachenweliensubstrat. Es befindet sich auf diesem 
Trager 2 eine Abstandsschicht 13, die wie aus den Fig. 2 

10 und 3 ersichtlich strukturiert ist. Diese Schicht 13 bildet 
eine Umratidung eines Fensters, wie es das Bauelement 
1 der Fig. 1 aufweist. Innerhalb dieses Fensters, d. h. 
innerhalb dieser umrahmenden Abstandsschicht 13 liegt 
die Oberflache des Tragers bzw. des Oberflachenwel- 

15 lensubstrates 2 (abgesehen von auf dieser Oberflache 
befindlichen Elektrodenstrukturen und Pads) frei. Mit 
161 und 162 sind interdigitale Fingerstrukturen zweier 
Wandler (Eingangswandler und Ausgangswandler) der 
Oberflachenwellenancrdnung des Bauelements be- 

20 zeichnet. Die Finger dieser Strukturen 161, 162 sind, wie 
dargestellt, jeweils abwechseind mit den Pads 63 1, 632, 
633 und 634 verbunden. Diese Pads 63 dienen als elektri- 
sche Anschlvisse der Wandler 161, 162. Insbesondere aus 
Fig. 3 ist ersichtlich, dafl sich iiber den Fingerstrukturen 

25 161 und 162 ein Luft-Hohlraum befindet, namtich ge- 
geniiber einer in Fig. 3 dargestellten oberen Abdek- 
kung, die insgesamtmit50 bezeichnet ist. 

Vorzugsweise reichen aber die Pads 63 bis an diese 
Abdeckung 50 heran, wie dies ebenfalts aus Fig. 3 er- 

30 sichtlich ist. 

Diese Abdeckung 50 besteht bei dem erfindungsge- 
maUen Bauelement 10 im wesentlichen aus dem ohnehin 
vorgesehenen Halbleitermaterial. insbesondere Silizi- 
um, und zwar in fiir Halbleiterschaltungen geeigneter 

35 Qualitat. Ihre Dicke betragt z. B. 50 bis 100 nm. Es kann 
z. B. auch noch eine wie aus Fig. 3 ersichtiiche elektrisch 
isolierende bzw. dielektrische Zwischenschicht 59 vor- 
gesehen sein. Mit 140 ist pauschal eine integrierte Halb- 
leiterschaltung mit ihren Elektroden bezeichnet, wobei 

40 diese Halbleiterschaltung 140 in einer vorzugsweise 
epitaxial abgeschiedenen bzw. aufgewachsenen Haibiei- 
terschicht 52 der Abdeckung 50 voriiegt. Mit 170 ist eine 
an sich fur Halbleiterschaltungen durchaus iibliche 
Durchkontaktierung bezeichnet. Diese Durchkontaktie- 

45 rung 170ergibtdieelektrische Verbindungvondem Pad 
63 1 zur Oberflache der Abdeckung 50, d. h. zur inte- 
grierten Schaltung 140. Gleiche Durchkontaktierungen, 
jedoch wegen der Wahl des Schnittes III in Fig. 3 nicht 
sichtbar, sind auch fur die ubrigen Pads 632 bis 634 vor- 

50 gesehen. 

Mit der Erfindung sind die zwei Aufgaben gelost, 
namlich eine moghchst hohe Packungsdichte zu erzie- 
len, und eine zuverlassige hermetische Abdichtung des 
Bereichs der Oberfiachenwellenstruktur zu haben. 

55 Zur Technologic der Herstellung eines erf indungsge- 
maQen akustoelektronischen Bauelemerttes 10 wird die 
Umrandung 13 des Bereiches der Oberflachenstruktu- 
ren durch elektrolytische Abscheidung oder Aufdamp- 
fen einer dicken Metallschicht (im p,m-Bereich) herge- 

60 stellt. 

Die Abdeckung 50 ist z. B. eine Silizium-Waferschei- 
be, die hermetisch dicht auf der erwahnten Umrahmung 
13 aufliegt. Die Rtickseite dieser Silizium-Waferscheibe 
ist entweder durch mechanisch-chemisches Polieren 
65 Oder gemafl einem Diinnungsverfahren mit Atzstopp- 
schicht (wie in der alteren Anmeldung beschrieben) po- 
liert. Die hermetisch dichte Verbindung ist durch An- 
wendung bekannten Wafer-Bondings zwischen der Um- 
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rahmung 13 uad der Abdeckung 50 sichergestellt. Die 
jeweils passend zugeschntttene Silizium-Waferscheibe 
50 liegt auf der Metallschicht der Umrahmung 13 satt 
auf. Wie bereits gesagt. bleibt die ubrige Oberflache des 
Oberfiachenweliensubstrats 2 beruhrungsfrei. Die inte- 5 
grierte Schaitung 150 hat ein solches Schaltungsdesign, 
daB an den Stellen der Durchkontaktierungen 170 diese 
Schaitung entsprechende Anschliisse fur die Wandler 

161 und 162 hat. Das Raster der elektronischen Schai- 
tung 140 und dasjenige der Oberflachenstrukturen 161, 10 

162 sind deckungsgleich. Die Durchkontaktierung 170 
wird in wie iiblicherweise durch Maskieren, Atzen und 
dergleichen ausgefiihrt. 

Ein solches akustoelektronisches Bauelement bzw. 
die angegebene Herstellungsweise sind besonders vor- 15 
teilhaft fur solche Oberflachenbaueiemente, die im Be- 
reich sehr hoher Frequenzen und zudem mit relativ gro- 
Oen Bandbreiten arbeiten. Z. B. sind dies Mehrwandler- 
Front- End-Filter. 

A.nstelle des Siliziums konnen auch andere Haiblei- 20 
termaterialien vorgesehen sein, insbesondere das Galli- 
umarsenid. 

Bei der Herstellung macht das Justieren des Substrats 
2 mit seiner Oberflachenwellenstruktur einerseits und 
die Abdeckung 50 mit ihrer elektronischen Halbieiter- 25 
schaitung 140 andererseits keine wesentlichen Schwie- 
rigkeiten, da ohne weiteres solche {Licht)Strahlungen 
fiir die an sich iibliche Justierkontroite zur Verfiigung 
stehen, fur die die Materialien genugend durchsichtig 
sind. 30 

Patentanspriiche 

1. Akustoelektronisches Bauelement mit einem 
Trager (2) als Oberflachenwellensubstrat und mit 35 
einer elektronischen integrierten Halbleiterschal- 
tung, wobei ein Gehause (2, 13, 50) vorgesehen ist, 
gekennzeichnet dadurch, 

daO das Substrat (50, 52) der integrierten Haiblei- 
terschaltung (150) auch eine Abdeckung der Ober- 40 
flachen wellen- Wandlerstrukturen (161, 162) ist, wo- 
bei sich zwischen dem Substrat (2) der Oberfla- 
chenwellenstruktur (161, 162) und dieser Abdek- 
kung (50) eine fiir das Funktionieren der Oberfla- 
chenwelleneinrichtung (161, 162) ausreichend be- 45 
messen abstandshaltende Umrahmung (13) befin- 
det und 

daO die beiden Substrate (2, 50) und diese Umrah- 
mung als ein Gehause fiir die Oberflachenwellen- 
struktur hermetisch dicht miteinander verbunden 50 
sind. 

2. Bauelement nach A.nspruch 1, gekennzeichnet 
dadurch , daU die Abdeckung (50) auch auf Pads der 
Wandlerstrukturen (161, 162) aufliegt und im Be- 
reich dieser Auflagestellen Durchkontaktierungen 55 
der Abdeckung (50) zum hermetisch dichten elek- 
trischen AnschluB der Pads (63) vorgesehen sind, 

3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet dadurch , daO die Umrahmung (13) auf 
dem Substrat abgeschiedenes Metall ist. eo 
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